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Предисловие 
В сборнике представлены доклады, включенные в программу конференции, по следующим 

разделам: 

1. Объемные полупроводники: электрические и оптические свойства, релаксация носителей 

заряда, сверхбыстрые явления, экситоны, фононы, фазовые переходы, упорядочение твердых рас-

творов. 

2. Поверхность, пленки, слои: эпитаксия, атомная и электронная структура поверхности, ад-

сорбция, процессы формирования (самоорганизации) нанокластеров, СТМ и АСМ, оптическая мик-

роскопия ближнего поля. 

3. Двумерные и одномерные системы, гетероструктуры, сверхрешетки: структурные, 

электронные, магнитные и оптические свойства, электронный транспорт, туннелирование, локали-

зация, плазмоны, квантовый эффект Холла, корреляционные эффекты. 

4. Нульмерные системы (квантовые точки, нанокристаллы, наноплателеты): энергети-

ческий спектр, оптические свойства, туннельный транспорт. 

5. Спин-зависимые явления, спинтроника, наномагнетизм, квантовые технологии. 

6. Примеси и дефекты (объемные полупроводники и квантово-размерные структуры): 

примеси с мелкими и глубокими уровнями, магнитные примеси, структурные дефекты, неупорядо-

ченные полупроводники, одиночные примеси и центры окраски. 

7. Высокочастотные явления в полупроводниках (СВЧ и терагерцовый диапазон). 

8. Атомарно-тонкие полупроводники: графеноподобные наноматериалы, ван-дер-вааль-

совы монослои и гетероструктуры. Перовскиты, органические полупроводники, молекулярные си-

стемы. Квантовые материалы. 

9. Фотонные кристаллы, микрорезонаторы и метаматериалы. Нанофотоника, кванто-

вая оптика. 

10. Полупроводниковые приборы и устройства, сенсоры: технология, методы исследова-

ния, наноприборы, архитектура транзисторов. 

11. Нано- и оптомеханика. 

12. Топология. Топологические изоляторы, бесщелевые материалы. 

На пленарных заседаниях конференции будут представлены два доклада, тезисы которых вы-

делены в отдельный раздел. 

Другие приглашенные доклады и работы, отобранные программным комитетом для устного 

представления, распределены по тематическим заседаниям. 

Стендовые сообщения будут представлены на трех сессиях, разнесенных по дням, каждая из 

которых включает работы по нескольким разделам, из числа двенадцати, упомянутых выше. Пер-

вые слова описания разделов (выделенные полужирным шрифтом) вынесены в колонтитулы 

и оглавление. 
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